
(19) 민 특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개    10-2017-0075876

(43) 공개    2017 07월04

(51) 특허 (Int. Cl.)

     H01L 51/52 (2006.01)  C07D 307/89 (2006.01)

     C07F 7/02 (2006.01)  C07F 9/02 (2006.01)

     H01L 21/02 (2006.01)  H01L 21/471 (2006.01)

     H01L 51/56 (2006.01)

(52) CPC특허

     H01L 51/5237 (2013.01)

     C07D 307/89 (2013.01)
(21) 원        10-2015-0185101

(22) 원        2015 12월23

     심사청    없  

(71) 원

삼 스  주식 사

경 도 시  삼  1 ( 동)

(72) 

병

경 도 시  삼  1 ( 동)

경 도 시  삼  1 ( 동)

(뒷 에 계 )

(74) 리

리앤 특허

체 청  수 :  20 

(54)  칭 시 치    

(57)  약

시 치     개시 다.

  도 - 도1

공개특허 10-2017-0075876

- 1 -



(52) CPC특허

     C07F 7/02 (2013.01)

     C07F 9/02 (2013.01)

     H01L 21/02172 (2013.01)

     H01L 21/471 (2013.01)

     H01L 27/3225 (2013.01)

     H01L 27/323 (2013.01)

     H01L 27/3262 (2013.01)

     H01L 51/56 (2013.01)

     H01L 2227/32 (2013.01)
(72) 

원민

경 도 시  삼  1 ( 동)

아

경 도 시  삼  1 ( 동)

경 도 시  삼  1 ( 동)

주 찬

경 도 시  삼  1 ( 동)

공개특허 10-2017-0075876

- 2 -



  

청

청  1 

;

상   상  시 ;

상  시  는 지층; 

상  지층 상  치 스크린층; 

상  지층과 상  치 스크린층 사 에 개재  층;  포 고,

상  지층  막  막  상  시  차  층 어 는 지 단 (sealing unit)  n개 포

, 상  n  1 상  수 고,

상  지 단  막  1 경   포  막   경  포 고,

상  층  2 경    3 경   포  층    경

포 고,

상  1 경    상  2 경  는 경   포 고,

상  3 경  는  식 1A 내지 1C  시 는  에  택 , 시 치:

< 식 1A>

< 식 1B>

< 식 1C>
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< 식 2>

< 식 3>

상  식 1A 내지 1C, 2  3 ,

R1 내지 R10, R22 내지 R24,  R31 내지 R33   독립 , 상  식 2  시 는 그룹, 상  식 3

시 는 그룹, 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 카 복실산  또는 

염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, 치  또는 비치  C1-C60알킬 , 치  또는 비치  C2-C60

알 닐 , 치  또는 비치  C2-C60알키닐 , 치  또는 비치  C1-C60알 시 , 치  또는 비치  C3-C10시

클 알킬 , 치  또는 비치  C1-C10헤 시클 알킬 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알 닐 , 치  또

는 비치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  또는 비치  C6-C60아릴 , 치  또는 비치  C6-C60아릴 시

, 치  또는 비치  C6-C60아릴티 , 치  또는 비치  C1-C60헤 아릴 , 치  또는 비치  1가 비-

 다  그룹(substituted or unsubstituted monovalent non-aromatic condensed polycyclic group),

치  또는  비치  1가  비-  헤 다  그룹(substituted  or  unsubstituted  moonovalent  non-

aromatic hetero-condensed polycyclic group)  -Si(Q1)(Q2)(Q3) 에  택 고;

L21  *-R21O-*', 치  또는 비치  C1-C60알킬 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알킬 , 치  또는 비치

 C2-C60알 닐 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알 닐   치  또는 비치  C6-C60아릴  에

 택 고,

R21  치  또는 비치  C1-C60알킬 고, 

a21  0 내지 3  수에  택 고,

*  *'는 웃  원  결  사 트 고,

상  치  C1-C60알킬 , 치  C3-C10시클 알킬 , 치  C1-C10헤 시클 알킬 , 치  C3-C10시

클 알 닐 , 치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  C6-C60아릴 , 치  C1-C60알킬 , 치  C2-

C60알 닐 , 치  C2-C60알키닐 , 치  C1-C60알 시 , 치  C3-C10시클 알킬 , 치  C1-C10헤 시클

알킬 , 치  C3-C10시클 알 닐 , 치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  C6-C60아릴 , 치  C6-C60

아릴 시 , 치  C6-C60아릴티 , 치  C1-C60헤 아릴 , 치  1가 비-  다  그룹  치

 1가 비-  헤 다  그룹  어도 나  치 는, 

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,

카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, C1-C60알킬 , C2-C60알 닐 , C2-C60

알키닐   C1-C60알 시 ; 

C3-C10시클 알킬 , C1-C10헤 시클 알킬 , C3-C10시클 알 닐 , C1-C10헤 시클 알 닐 , C6-C60아릴 ,
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C6-C60아릴 시 , C6-C60아릴티 , C1-C60헤 아릴 , 1가 비-  다  그룹  1가 비-  헤

다  그룹;

상  Q1 내지 Q3는  독립 , 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미

, 아미 , 드라진 , 드라 , 카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는

 염, C1-C60알킬 , C2-C60알 닐 , C2-C60알키닐 , C1-C60알 시 , C3-C10시클 알킬 , C1-C10헤 시클

알킬 , C3-C10시클 알 닐 , C1-C10헤 시클 알 닐 , C6-C60아릴 , C1-C60헤 아릴 , 1가 비-  

다  그룹  1가 비-  헤 다  그룹 에  택 다.

청  2 

1 에 어 ,

상  1 경  는 1개 상  경   포 고,

상  2 경  는 4개 상  경   포 , 시 치.

청  3 

1 에 어 ,

상  1 경  는 에틸 리  ( 트)아크릴 트, 헥산  ( 트)아크릴 트, 헵탄  

( 트)아크릴 트, 탄  ( 트)아크릴 트, 난  ( 트)아크릴 트, 칸  ( 트)아크

릴 트,  트리에틸  트리( 트)아크릴 트,  타에리트리  트리( 트)아크릴 트,  타에리트리

트라( 트)아크릴 트, 타에리트리  트리( 트)아크릴 트, 타에리트리  트라( 트)아크릴

트, 타에리트리  타( 트)아크릴 트, 타에리트리  헥사( 트)아크릴 트  들   

에  택 , 시 치.

청  4 

1 에 어 ,

상  2 경  는 타에리트리  트라( 트)아크릴 트, 타에리트리  트라( 트)아크릴

트, 타에리트리  타( 트)아크릴 트, 타에리트리  헥사( 트)아크릴 트  들   

에  택 , 시 치.

청  5 

1 에 어 ,

R1  내지  R10   독립 ,  상  식  2  시 는  그룹,  상  식  3  시 는  그룹,  수 ,

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,

카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, C1-C60알킬   C1-C60알 시 ; 

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,

카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, C1-C60알킬   C1-C60알 시  

어도 나  치 , C1-C60알킬   C1-C60알 시 ; 에  택 , 시 치.

청  6 

1 에 어 ,

R22 내지 R24  R31 내지 R33는  독립 , 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트

, 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 , 카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 

산  또는  염  C1-C60알킬 ; 

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,
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카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염  C1-C60알킬   어도 나  치

, C1-C60알킬 ; 에  택 , 시 치.

청  7 

1 에 어 ,

L21   독립 , *-R21O-*'  C1-C10알킬 ;  

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,

카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염  C1-C60알킬   어도 나  치

, C1-C10알킬  에  택 고, 

R21  C1-C10알킬 , 시 치.

청  8 

1 에 어 ,

상  3 경  는  식 1A-1, 1A-2, 1B-1, 1B-2  1C-1  나  시 는, 시 치:

< 식 1A-1>

< 식 1A-2>

 

< 식 1B-1>

< 식 1B-2>
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< 식 1C-1>

상  식들 ,

L21,  a21,  R1,  R2,  R4,  R5,  R7,  R8,  R10,  R22  내지  R24   R31  내지  R33에   1 에  재  

동 고,

L21a  L21b에   1   L21에  과 동 고, a21a  a21b에   1   a21에

 과 동 고,

R22a  R22b에   1   R22에  과 동 고,

R23a  R23b에   1   R23에  과 동 고,

R24a  R24b에   1   R24에  과 동 다.

청  9 

1 에 어 ,

상  3 경  는   1 내지 6 에  택 , 시 치:

청  10 

1 에 어 ,

상  막  ,  질 ,  산 ,  산 질 ,  탄  또는 들   포 는,

시 치.

청  11 
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1 에 어 ,

상  치 스크린층  복수  1 감지 , 복수  2 감지   상  복수  1 감지 과 복수  

2 감지  는 연층  포 , 시 치.

청  12 

11 에 어 ,

상  복수  1 감지   복수  2 감지   독립 ,   포 , 시 치. 

청  13 

1 에 어 ,

상  치 스크린층 상에 커 층   포 는, 시 치. 

청  14 

1 에 어 ,

상  시 는 막 트랜지스     (OLED)  포 는, 시 치.

청  15 

 비 는 단계;

 상에 시  는 단계;

상  시  고, 막  막  상  시  차  층 어 는 지 단 (sealing unit)

n개 포 (여 , 상  n  1 상  수 )  지층  는 단계;

상  지층 상에 층  는 단계; 

상  층 상에 치 스크린층  는 단계;  포 고, 

상  지 단  막  1 경   포  막   경  포 고,

상  층  2 경    3 경   포  층    경

포 고,

상  1 경    상  2 경  는 경   포 고,

상  3 경  는  식 1A 내지 1C  시 는  에  택 , 시 치   :

< 식 1A>

< 식 1B>
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< 식 1C>

< 식 2>

< 식 3>

상  식 1A 내지 1C, 2  3 ,

R1 내지 R10, R22 내지 R24,  R31 내지 R33   독립 , 상  식 2  시 는 그룹, 상  식 3

시 는 그룹, 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 카 복실산  또는 

염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, 치  또는 비치  C1-C60알킬 , 치  또는 비치  C2-C60

알 닐 , 치  또는 비치  C2-C60알키닐 , 치  또는 비치  C1-C60알 시 , 치  또는 비치  C3-C10시

클 알킬 , 치  또는 비치  C1-C10헤 시클 알킬 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알 닐 , 치  또

는 비치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  또는 비치  C6-C60아릴 , 치  또는 비치  C6-C60아릴 시

, 치  또는 비치  C6-C60아릴티 , 치  또는 비치  C1-C60헤 아릴 , 치  또는 비치  1가 비-

 다  그룹(substituted or unsubstituted monovalent non-aromatic condensed polycyclic group),

치  또는  비치  1가  비-  헤 다  그룹(substituted  or  unsubstituted  moonovalent  non-

aromatic hetero-condensed polycyclic group)  -Si(Q1)(Q2)(Q3) 에  택 고;

L21  *-R21O-*', 치  또는 비치  C1-C60알킬 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알킬 , 치  또는 비치

 C2-C60알 닐 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알 닐   치  또는 비치  C6-C60아릴  에

 택 고,

R21  치  또는 비치  C1-C60알킬 고, 

a21   독립 , 0 내지 3  수에  택 고,

*  *'는 웃  원  결  사 트 고,

상  치  C1-C60알킬 , 치  C3-C10시클 알킬 , 치  C1-C10헤 시클 알킬 , 치  C3-C10시

클 알 닐 , 치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  C6-C60아릴 , 치  C1-C60알킬 , 치  C2-

C60알 닐 , 치  C2-C60알키닐 , 치  C1-C60알 시 , 치  C3-C10시클 알킬 , 치  C1-C10헤 시클
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알킬 , 치  C3-C10시클 알 닐 , 치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  C6-C60아릴 , 치  C6-C60

아릴 시 , 치  C6-C60아릴티 , 치  C1-C60헤 아릴 , 치  1가 비-  다  그룹  치

 1가 비-  헤 다  그룹  어도 나  치 는, 

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,

카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, C1-C60알킬 , C2-C60알 닐 , C2-C60

알키닐   C1-C60알 시 ; 

C3-C10시클 알킬 , C1-C10헤 시클 알킬 , C3-C10시클 알 닐 , C1-C10헤 시클 알 닐 , C6-C60아릴 ,

C6-C60아릴 시 , C6-C60아릴티 , C1-C60헤 아릴 , 1가 비-  다  그룹  1가 비-  헤

다  그룹;

상  Q1 내지 Q3는  독립 , 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미

, 아미 , 드라진 , 드라 , 카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는

 염, C1-C60알킬 , C2-C60알 닐 , C2-C60알키닐 , C1-C60알 시 , C3-C10시클 알킬 , C1-C10헤 시클

알킬 , C3-C10시클 알 닐 , C1-C10헤 시클 알 닐 , C6-C60아릴 , C1-C60헤 아릴 , 1가 비-  

다  그룹  1가 비-  헤 다  그룹 에  택 다.

청  16 

15 에 어 ,

상  지층  는 단계는 상  막   상  시  상  막  고  는 역

에 공 는 단계;  상  막   시  막  는 단계  포 는, 시 치

 . 

청  17 

15 에 어 ,

상  지층  는 단계는 상  막 상에 산  가스 또는 산  라 마    스 링

(reactive sputtering) 또는 상 착 (CVD)  여 막  는 단계  포 는, 시 치

 .

청  18 

15 에 어 ,

상  층  는 단계는 상  지층 상에 상  층   공 는 단계;  상  층

  시  층  는 단계  포 는, 시 치   .

청  19 

15 에 어 ,

상  치 스크린층  는 단계는 상  층 상에 복수  1 감지   복수  2 감지  

는 단계  상  복수  1 감지 과 복수  2 감지  상에 연층  는 단계  포 는,

시 치   .

청  20 

15 에 어 ,

상  층 상에 치 스크린층   , 상  층 상에 보   공 는 단계;  상  보

 거 는 단계   포 는, 시 치   . 

 

공개특허 10-2017-0075876

- 10 -



 술  야

시 치    에  것 다. [0001]

 경  술

근  치  다양  태  공 는 과 께,  치에 착 는 시 치  다양  태  [0002]

공   연 /개  진 고 다.  또 , 시 치에 치  능  는 술에 여 연 가

진  다.  치  능  게  시 능만  시 치  에 사  가락 나 

등  여  치  능도  수 게 다.

편,  시 치    시 치는 공 주  극과  주  극, 그리고 공 주  극[0003]

과  주  극 사 에 어 는  층  포 고, 공 주  극에  주 는 공과 

주  극에  주 는 가  층에  재결 고  빛  내는  시 치 다.

  시 치는 낮  비 ,  도    도 등  고  특  나타내므  차

시 치  주  고 다.

 내

결 는 과

신규  시 치     공 는 것 다.[0004]

과  결 수단

 측 에 , [0005]

;[0006]

상   상  시 ;[0007]

상  시  는 지층; [0008]

상  지층 상  치 스크린층; [0009]

상  지층과 상  치 스크린층 사 에 개재  층;  포 고,[0010]

상  지층  막  막  상  시  차  층 어 는 지 단 (sealing unit)  n개 포[0011]

, 상  n  1 상  수 고,

상  지 단  막  1 경   포  막   경  포 고,[0012]

상  층  2 경    3 경   포  층    경[0013]

포 고,

상  1 경    상  2 경  는 경   포 고,[0014]

상  3 경  는  식 1A 내지 1C  시 는  에  택 , 시 치가 공 다:[0015]

< 식 1A>[0016]

[0017]
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< 식 1B>[0018]

[0019]

< 식 1C>[0020]

[0021]

< 식 2>[0022]

[0023]

< 식 3>[0024]

[0025]

상  식 1A 내지 1C, 2  3 ,[0026]

R1 내지 R10, R22 내지 R24,  R31 내지 R33   독립 , 상  식 2  시 는 그룹, 상  식 3[0027]

시 는 그룹, 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 카 복실산  또는 

염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, 치  또는 비치  C1-C60알킬 , 치  또는 비치  C2-C60

알 닐 , 치  또는 비치  C2-C60알키닐 , 치  또는 비치  C1-C60알 시 , 치  또는 비치  C3-C10시

클 알킬 , 치  또는 비치  C1-C10헤 시클 알킬 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알 닐 , 치  또

는 비치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  또는 비치  C6-C60아릴 , 치  또는 비치  C6-C60아릴 시

, 치  또는 비치  C6-C60아릴티 , 치  또는 비치  C1-C60헤 아릴 , 치  또는 비치  1가 비-

 다  그룹(substituted or unsubstituted monovalent non-aromatic condensed polycyclic group),

치  또는  비치  1가  비-  헤 다  그룹(substituted  or  unsubstituted  moonovalent  non-

aromatic hetero-condensed polycyclic group)  -Si(Q1)(Q2)(Q3) 에  택 고;

L21  *-R21O-*', 치  또는 비치  C1-C60알킬 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알킬 , 치  또는 비치[0028]

 C2-C60알 닐 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알 닐   치  또는 비치  C6-C60아릴  에

 택 고,

R21  치  또는 비치  C1-C60알킬 고, [0029]
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a21   독립 , 0 내지 3  수에  택 고,[0030]

*  *'는 웃  원  결  사 트 고,[0031]

상  치  C1-C60알킬 , 치  C3-C10시클 알킬 , 치  C1-C10헤 시클 알킬 , 치  C3-C10시[0032]

클 알 닐 , 치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  C6-C60아릴 , 치  C1-C60알킬 , 치  C2-

C60알 닐 , 치  C2-C60알키닐 , 치  C1-C60알 시 , 치  C3-C10시클 알킬 , 치  C1-C10헤 시클

알킬 , 치  C3-C10시클 알 닐 , 치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  C6-C60아릴 , 치  C6-C60

아릴 시 , 치  C6-C60아릴티 , 치  C1-C60헤 아릴 , 치  1가 비-  다  그룹  치

 1가 비-  헤 다  그룹  어도 나  치 는, 

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,[0033]

카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, C1-C60알킬 , C2-C60알 닐 , C2-C60

알키닐   C1-C60알 시 ; 

C3-C10시클 알킬 , C1-C10헤 시클 알킬 , C3-C10시클 알 닐 , C1-C10헤 시클 알 닐 , C6-C60아릴 ,[0034]

C6-C60아릴 시 , C6-C60아릴티 , C1-C60헤 아릴 , 1가 비-  다  그룹  1가 비-  헤

다  그룹;

상  Q1 내지 Q3는  독립 , 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미[0035]

, 아미 , 드라진 , 드라 , 카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는

 염, C1-C60알킬 , C2-C60알 닐 , C2-C60알키닐 , C1-C60알 시 , C3-C10시클 알킬 , C1-C10헤 시클

알킬 , C3-C10시클 알 닐 , C1-C10헤 시클 알 닐 , C6-C60아릴 , C1-C60헤 아릴 , 1가 비-  

다  그룹  1가 비-  헤 다  그룹 에  택 다.

다  측 에 , [0036]

 비 는 단계;[0037]

 상에 시  는 단계;[0038]

상  시  고, 막  막  상  시  차  층 어 는 지 단 (sealing unit)[0039]

n개 포 (여 , 상  n  1 상  수 )  지층  는 단계;

상  지층 상에 층  는 단계; [0040]

상  층 상에 치 스크린층  는 단계;  포 고, [0041]

상  지 단  막  1 경   포  막   경  포 고,[0042]

상  층  2 경    3 경   포  층    경[0043]

포 고,

상  1 경    상  2 경  는 경   포 고,[0044]

상  3 경  는 상  식 1A 내지 1C  시 는  에  택 , 시 치   [0045]

 공 다. 

 과

상  시 치는 지층에  착  상  층  포 므 , 치 스크린층   지층과 [0046]

층  리가 어나지 않아  공  단순    비  감 과  얻  수 다.

도  간단  

도 1    는 시 치   개략  나타낸 도 다.[0047]

도 2는 도 1  시 치  시   지층   개략  나타낸 도 다.
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도 3  도 1  시 치  치 스크린층   개략  나타낸 도 다.

도 4는 도 3  A  여 개략  나타낸 도 다.

 실시   체  내

본  다양  변  가  수 고 여러 가지 실시  가질 수 는 , 특  실시 들  도 에 시 고[0048]

상  에 상 게 고  다.  그러나, 는 본  특  실시 태에  는 것

아니 , 본  사상  술 에 포 는 든 변 , 균등  내지 체  포 는 것  어

야 다.  본  에 어   공지 술에  체   본  지  릴 수 

다고 단 는 경우 그 상   생략 다. 

1, 2 등  어는 다양  들  는  사  수 지만, 들  어들에  [0049]

어 는 안 다.  어들  나   다   별 는 만 사 다.

본 원에  사  어는 단지 특  실시    사  것 , 본  는 도가[0050]

아니다.  단수   맥상 게 다 게 뜻 지 않는 , 복수   포 다.  또  각 도 에 ,

는  편    여 과 거나 생략 거나 또는 개략  도시 었 , 각 

 크 는 실 크   는 것  아니다.

각  에 어 , 상(on)에 또는 (under)에 는 것  재 는 경우에 어, 상(on)과 [0051]

(under)는 직  또는 다   개재 여 는 것   포 , 상(on)  (under)에  

 도   다.

,  본   실시   첨 도  참 여 상   ,  첨  도  참 여 에[0052]

어, 동 거나 는  는 동  도  여 고 에  복 는  생략  

다.

도 1    는 시 치   개략  나타낸 도 고, 도 2는 도 1  시 치  시[0053]

  지층   개략  나타낸 도 다.

도 1  2  참 ,   는 시 치(10)는 (100), 상   상  시 (200), 상  [0054]

시  는 지층(300); 상  지층 상  치 스크린층(500);  상  지층과 상  치 스크린층 사 에

개재  층(400);  포 다.  상  층(400)  상  치 스크린층(500)과 직   수 다.  

에 , 상  시 치(10)는 상  치 스크린층 상에 커 층(600)   포  수 다. 

(10)  가  갖는  라스틱   사  수  다.    들어,  (10)  폴리에 술폰(PES,[0055]

polyethersulphone), 폴리아크릴 트(PAR, polyacrylate), 폴리에  미드(PEI, polyetherimide), 폴리에

틸  나 탈 트(PEN,  polyethyelenen  napthalate),  폴리에틸  탈 드(PET,

polyethyeleneterepthalate),  폴리 닐  드(polyphenylene  sulfide:  PPS),  폴리아릴 트

(polyallylate), 폴리 미드(polyimide), 폴리카보 트(PC), 룰 스 트리아 트(TAC) 또는 룰

스 아 트 트(cellulose acetate propionate: CAP) 등  루어질 수 나, 에 는

것  아니다.

편, 시 치(10)가 상  (100)  는   경우에 (100)   재질[0056]

어야 다.  그러나, 시 치(10)가 상  막 지층(300)  는   경우에

는, (100)   재질   가 없 ,  (100)  가  갖는   

 수 다.   (100)   경우 (100)  철, 크 , 망간, 니 , 티타늄, 몰리브 , 스

스 스틸(SUS),  Invar  ,  Inconel    Kovar   에  택  나 상  포  수 다.

또 , (100)   포   수도 다. 

 시 (200)는 (100) 상에 , 상  는 역  다.   에 , 시 (200)는[0057]

막 트랜지스 (200a)    (200b)  포  수 나, 에 지 않는다.  , 도 2  참

여 상  시 (200)     다.

(100) 상에는 보 층(212)   수 다. 보 층(212)  (100)  통  순  침  지[0058]

(100) 상 에 평탄   공 는 것 , 보 층(212)  러  역  수  수 는 다양  질

 수 다.  들어, 보 층(212)  실리  사 드, 실리  나 트라 드, 실리  시나 트라 드,
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알루미늄 사 드, 알루미늄나 트라 드, 티타늄 사 드 또는 티타늄나 트라 드 등   또는, 폴리

미드, 폴리에스  또는 아크릴 등   포  수 고, 시  재료들  복수  층체   수

도 다.

보 층(212) 상에는 막 트랜지스 (200a)가  수 다.  막 트랜지스 (200a)는 층(221), 게 트[0059]

극(222), 스 극(223)  드  극(224)  포  수 다.

층(221)  실리 과 같  질 도체나,  도체에   수 다.  또 , 층(221)  [0060]

스 역, 드  역과 들 사  채  역  갖는다.   들어, 비 질 실리  사 여 층(221)

 는  경우  비 질  실리 층  (100)  에   후   결 여  다결  실리 층

고, 닝  후 가 리  스 역  드  역에 순  도 여 스 역, 드  역 

그 사  채  역  포 는 층(221)   수 다. 

층(221) 상에는 게 트 연막(213)  다. 게 트 연막(213)  층(221)과 게 트 극(222)[0061]

연   것 , SiNx, SiO2 등과 같    수 다. 

게 트 연막(213) 상   역에는 게 트 극(222)  다. 게 트 극(222)  막 트랜지스[0062]

(200a)  /  신  가 는 게 트 라 (미도시)과 연결 어 다.  게 트 극(222)  Au, Ag, Cu,

Ni, Pt, Pd, Al, Mo   수 고, Al:Nd, Mo:W  등과 같   포  수 나 에 지 않

고 계 건  고 여 다양  재질   수 다.

게 트 극(222) 상에 는 층간 연막(214)  게 트 극(222)과 스 극(223)  게 트 극(222)[0063]

과 드  극(224) 사  연   것 , SiNx, SiO2 등과 같    수 다.

층간 연막(214)상에는 스 극(223)  드  극(224)  다. 체 , 층간 연막(214)  게[0064]

트 연막(213)  층(221)  스 역  드  역  도  고, 러  층(221)  

 스 역  드  역과 도  스 극(223)  드  극(224)  다.

스 극(223)과 드  극(224)  알루미늄(Al),  (Pt),  라듐(Pd),  (Ag),  마그 슘(Mg),  (Au),[0065]

니 (Ni), 뮴(Nd), 리듐(Ir), 크 (Cr), 리튬(Li), 칼슘(Ca), 몰리브 (Mo), 티타늄(Ti), 스 (W),

리(Cu)  나 상  질  단층 또는 다층   수 다.

편, 도 2는 층(221)과, 게 트 극(222)과, 스 극(223)  드  극(224)  순차  포 는[0066]

탑 게 트 식(top gate type)  막 트랜지스 (200a)  시 고 나, 에 지 않 , 게 트 

극(222)  층(221)  에 치  수도 다.

 같  막 트랜지스 (200a)는   (200b)에  연결 어   (200b)  동[0067]

  신    (200b)에 가 다.  막 트랜지스 (200a)는 평탄 막(215)  여 보

수 다.

평탄 막(215)   연막 /또는  연막  사  수 다.  연막  SiO2, SiNx, SiON, Al2O3,[0068]

TiO2, Ta2O5, HfO2, ZrO2, BST, PZT 등  포  수 고,  연막  폴리( 틸 타크릴 트)(PMMA), 폴리

스트 (PS), 계 그룹  갖는 고  도체, 아크릴계 고 , 미드계 고 , 아릴에 계 고 , 아

마 드계  고 ,  계  고 ,  p- 계  고 ,  비닐알 계  고  또는  들   포  수

다.  또 , 평탄 막(215)   연막과  연막  복  층체 도  수 다.

평탄 막(215) 상에는   (200b)가  수 다.   (200b)는  극(231), 간[0069]

층(232)   극(233)  비  수 다.

 극(231)  평탄 막(215)상에  고,  평탄 막(215)에   컨택 (230)  통 여  드  극[0070]

(224)과  연결 다.

 극(231)  사 극  수 , Ag, Mg, Al, Pt, Pd, Au, Ni, Nd, Ir, Cr  들   등[0071]

 사막과, 상  사막 상에   또는  극층  비  수 다.   또는  

극층  산 듐주 (ITO;  indium  tin  oxide),  산 듐아연(IZO;  indium  zinc  oxide),  산 아연(ZnO;  zinc

oxide),  산 듐(In2O3;  indium  oxide),  산 듐갈 (IGO;  indium  gallium  oxide)  또는  산 알루미늄아연

(AZO; aluminum zinc oxide)  포  수 다.
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 극(231)과 도  치   극(233)   또는  극  수 , Li, Ca, LiF/Ca,[0072]

LiF/Al, Al, Ag, Mg  들   포 는 수가   막   수 다.  또 , 

막 에 ITO, IZO, ZnO 또는 In2O3 등   극  질  보  극층 나 스 극    수

다. 

라 ,  극(233)  간층(232)에 포  층(미도시)에    과시킬 수 다. , [0073]

층(미도시)에  는  직  또는 사 극    극(231)에  사 어,  극

(233) 측   수 다.

그러나, 상  시 (200)는   지 않 , 층(미도시)에    (100) 측[0074]

 는   수도 다.  경우,  극(231)   또는  극  고, 

 극(233)  사 극   수 다.  또 , 상  시 (200)는    양   

는 양   수도 다.

편,  극(231)상에는 연   막(216)  다.   막(216)  폴리 미드, 폴리아[0075]

마 드,  아크릴  수지,  시클    수지  루어진  에  택 는  나  상   연

질 , 스   등    수 다.   막(216)   극(231)   역  

,  역에 층  포 는 간층(232)  치 다.

간층(232)에 포   층(미도시)    또는 고   수 , 간층(232)[0076]

 층(미도시) 에  수 층(HTL; hole transport layer),  주 층(HIL; hole injection layer),

 수 층(ETL; electron transport layer)   주 층(EIL; electron injection layer) 등과 같  능

층  택   포  수 다.

 극(233) 상에는 지층(300)  다. 지층(300)  시 (200)  체  도  어, [0077]

 습   산 가 시 (200)  침 는 것  지 다. 지층(300)  시 (200)   보다  

 어 그 가 리가  (100)과 도   수 고, 에   침  욱 견

고  차단  수 다.

 지층(300)  막  막  상  시 (200)  차  층 어 는 지 단 (sealing unit)[0078]

n개 포 , 상  n  1 상  수 다.  도 2에  지 단  2개 포 는 경우  2개  막(320,

340)과 2개  막(310,  330)  포 는 지층  나타내고 나,  에 지 않는다.  ,  지층

(300)  상  시 (200)  차  층 어 는 복수 개  막  복수 개  막   포  수

다.

 에 , 상  시 치(10)는 상  지층과 상  시  사 에 개재   막(미도시)[0079]

 포  수 다.

막(320, 340)  ,  질 ,  산 ,  산 질 ,  탄  또는 들   포[0080]

 수 다.   들어, 막(320, 340)  실리  질 , 알루미늄 질 , 지 늄 질 , 티타늄 질

, 늄 질 , 탄탈  질 , 실리  산 , 알루미늄 산 , 티타늄 산 , 주  산 ,  산

, 실리  산 질 (SiON)  들   포  수 다.

편, 막(320, 340)  막(310, 330) 보다  크게  수 다.  라 , 막(310, 330)  가[0081]

리 측에  막(320, 340)    수 고, 에   산  또는 수  침  욱 과

 지  수 다.

상  막(320, 340)  께는 100Å 내지 5000Å,  들 , 500Å 내지 3000Å  수 나, 에 [0082]

는 것  아니다.  상  막(320, 340)  께가 상술   같   만  경우, 상  지층(300)

우수   특  공  수 다.

막(310, 330)   막(216)에  단차  평탄 ,  지막(320)에 생  스트 스  [0083]

시킬 수 다.  또 , 막(320) 상에  등  재 라도  평탄 게  수 다.

상  막(310, 330)  께는, 100Å 내지 50000Å,  들 , 1000Å 내지 10000Å  수 다.  상  [0084]

막  께가 상술   같   만  경우, 상  막(310, 330) 는 과  평탄  수

다.  막  2 상 재 는 경우, 2 상  막  께는  동 거나 상  수 다.
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 에 , 도 2에 나타낸  같  막(310, 330)  께는 막(320, 340)  께보다 클 수[0085]

다.

막(310, 330)  1 경   포  막   경  포  수 다.   들[0086]

어, 상  막(310, 330)  1 경   포  막   시   고

포  수 다.  

상  1 경  는 경   포  수 다.   에 , 상  경  는[0087]

1개 상  경   포  수 다.   들어, 상  경  는 비닐 , 아크릴 트 ,

에폭시   타크릴 트  에 택  수 나, 에 는 것  아니다.

 들어,  상  1 경  는 에틸 리  ( 트)아크릴 트, 헥산  ( 트)아크릴 트,[0088]

헵탄  ( 트)아크릴 트, 탄  ( 트)아크릴 트, 난  ( 트)아크릴 트, 칸  

( 트)아크릴 트, 트리에틸  트리( 트)아크릴 트, 타에리트리  트리( 트)아크릴 트, 타에

리트리  트라( 트)아크릴 트,  타에리트리  트리( 트)아크릴 트,  타에리트리

트라( 트)아크릴 트, 타에리트리  타( 트)아크릴 트, 타에리트리  헥사( 트)아크릴

트  들   에  택  수 나, 에 는 것  아니다.

 에 , 상  막   개시   포  수 다.  상  개시 는 상술  [0089]

 같  막   경   개시 는 역  는 공지  질 에  택  수 다.

 들어, 상  개시 는 계 , 심계   포스  사 드계  에  택  수[0090]

나, 에 는 것  아니다.

상  계  는  2- 드 시-2- 틸-1- 닐-1- (2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-[0091]

propanone),  2- 드 시-1-[4-(2- 드 시에 시) 닐]-2- 틸-1- (2-hydroxy-1-[4-(2-

hydroxyethoxy)phenyl]-2-methyl-1-propanone),  알 - 시-알 - 닐아 (alpha-dimethoxy-  alpha-

phenylacetophenone),  2- 질-2-( 틸아미 )-1-[4-(4-몰폴리닐) 닐]-1- 타 (2-benzyl-2-

(dimethylamino)-1-[4-  (4-morpholinyl)  phenyl]-1-butanone),  2- 틸-1-[4-( 틸티 ) 닐]-2-(4-몰폴리닐)-

1- (2-methyl-1-[4-(methylthio)phenyl] -2-(4-morpholinyl)-1-propanone) 등  들 수 다.

상  심계 는 ( 드 시 미 )사 클 헥산((hydroxyimino)cyclohexane),  1-[4-( 닐티 ) 닐]-[0092]

탄-1,2- -2-(O- 심(1-[4-(phenylthio)phenyl]-octane-1,2-dione-2-(O-benzoyloxime)), 1-[9-에틸-

6-(2- 틸 )-9H-카 -3- ]-에탄 -1-(O-아 틸 심)(1-[9-ethyl-6-(2-methylbenzoyl)-9H-carbazol-3-

yl]-ethanone-1-(O-acetyloxime)),  트리클 틸-트리아진 도체(trichloromethyl-triazine  derivatives),

4-(4- 시스티릴)-2,6-트리클 틸-1,3,5-트리아진(4-(4-methoxystyryl)-2,6-trichloromethyl-1,3,5-

triazine),  4-(4- 시 닐)-2,6-트리클 틸-1,3,5-트리아진(4-(4-methoxyphenyl)-2,6-trichloromethyl-

1,3,5-triazine),  α-아미 (1-(4- 폴리 닐)-2- 틸아미 -2- 질- 탄-1-원(α-aminoketone  (1-(4-

morpholinophenyl)-2-dimethylamino-2-benzyl-butan-1-one) 등  들 수 다. 

상  포스 사 드계  는  닐(2,4,6-트리 틸 )-포스  사 드(diphenyl  (2,4,6-[0093]

trimethylbenzoyl)-phosphine  oxide,  TPO),  닐  비스(2,4,6-트리 틸  )  포스  사 드(phenyl

bis(2,4,6-trimethyl benzoyl) phosphine oxide, BAPO) 등  들 수 다.

상  개시  량 , 상  1 경   경   개시  수 는 통상   내에  택[0094]

수 다.

다시 도 1  참 , 상  지층(300) 상에는 층(400)  다.  상  층(400)  지층(300)과[0095]

마찬가지   습   산 가 시 (200)  침 는 것  지 는 역  과 동시에,  극(23

3)과 치 스크린층(500) 사 에  거리  여 여 치  감도  상시키는 역  다. 

 층(400)  2 경    3 경   포  층   경  포[0096]

다.   들어, 상  2 경    상  3 경   포  층   

시   고  포  수 다.

상  2 경  는 경   포 다.   에 , 상  2 경  는 4개[0097]

상  경   포  수 다. 4개 상  경   포 는 2 경   포

는 층   사 여 층(400)  는 경우, 압  주  건에  상  층
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  에 여 경 시키는 것  가능 여  공  단순  수 다.

 에 , 상  경  는 비닐 , 아크릴 트 , 에폭시   타크릴 트  에 [0098]

택  수 나, 에 는 것  아니다.  

 들어, 상  2 경  는 타에리트리  트라( 트)아크릴 트, 타에리트리  트라([0099]

트)아크릴 트, 타에리트리  타( 트)아크릴 트, 타에리트리  헥사( 트)아크릴 트  

들   에  택  수 나, 에 는 것  아니다.

 에 , 상  1 경   상  2 경  는  상  수 다.[0100]

상  3 경  는  식 1A 내지 1C  시 는  에  택  수 다:[0101]

< 식 1A>[0102]

[0103]

< 식 1B>[0104]

[0105]

< 식 1C>[0106]

[0107]

< 식 2>[0108]

[0109]

< 식 3>[0110]

[0111]

상  식 1A 내지 1C, 2  3 ,[0112]

R1 내지 R10, R22 내지 R24,  R31 내지 R33   독립 , 상  식 2  시 는 그룹, 상  식 3[0113]
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시 는 그룹, 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 카 복실산  또는 

염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, 치  또는 비치  C1-C60알킬 , 치  또는 비치  C2-C60

알 닐 , 치  또는 비치  C2-C60알키닐 , 치  또는 비치  C1-C60알 시 , 치  또는 비치  C3-C10시

클 알킬 , 치  또는 비치  C1-C10헤 시클 알킬 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알 닐 , 치  또

는 비치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  또는 비치  C6-C60아릴 , 치  또는 비치  C6-C60아릴 시

, 치  또는 비치  C6-C60아릴티 , 치  또는 비치  C1-C60헤 아릴 , 치  또는 비치  1가 비-

 다  그룹(substituted or unsubstituted monovalent non-aromatic condensed polycyclic group),

치  또는  비치  1가  비-  헤 다  그룹(substituted  or  unsubstituted  moonovalent  non-

aromatic hetero-condensed polycyclic group)  -Si(Q1)(Q2)(Q3) 에  택  수 다.

 에 , R1 내지 R10   독립 , 상  식 2  시 는 그룹, 상  식 3  시[0114]

는 그룹, 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진

, 드라 , 카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, C1-C60알킬  

C1-C60알 시 ; 

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,[0115]

카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, C1-C60알킬   C1-C60알 시  

어도 나  치 , C1-C60알킬   C1-C60알 시 ; 에  택  수 다.

다  에 , 상  식 1A , R1 내지 R3  어도 나는 상  식 2  시 는 그룹  상[0116]

 식 3  시 는 그룹 에  택 고,

상  식 1B , R4 내지 R7  어도 나는 상  식 2  시 는 그룹  상  식 3  시 는[0117]

그룹 에  택 고,

상  식 1C , R8 내지 R10  어도 나는 상  식 2  시 는 그룹  상  식 3  시 는[0118]

그룹 에  택  수 다.

  에 , R22 내지 R24  R31 내지 R33는  독립 , 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드[0119]

실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 , 카 복실산  또는  염, 술

폰산  또는  염, 산  또는  염  C1-C60알킬 ; 

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,[0120]

카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염  C1-C60알킬   어도 나  치

, C1-C60알킬 ; 에  택  수 다.

상  식 2  L21  *-R21O-*', 치  또는 비치  C1-C60알킬 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알킬[0121]

, 치  또는 비치  C2-C60알 닐 , 치  또는 비치  C3-C10시클 알 닐   치  또는 비치

C6-C60아릴  에  택 고,

R21  치  또는 비치  C1-C60알킬  수 다.[0122]

 에 , L21   독립 , *-R21O-*'  C1-C10알킬 ;  [0123]

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,[0124]

카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염  C1-C60알킬   어도 나  치

, C1-C10알킬  에  택 고, 

R21  C1-C10알킬  수 다. [0125]

상  식 2  a21  0 내지 3  수에  택  수 다.  a21  상  식 2  L21  개수  나타낸 것[0126]
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, a가 0  경우, *-(L21)a21-*'  단  결  다.   에 , a21  0 또는 1  수 나,

에 는 것  아니다. 

상  식들  *  *'는 웃  원  결  사 트 다.[0127]

 에 , 상  3 경  는  식 1A-1, 1A-2, 1B-1, 1B-2  1C-1  나  시[0128]

 수 나, 에 는 것  아니다:

< 식 1A-1>[0129]

[0130]

< 식 1A-2>[0131]

 [0132]

< 식 1B-1>[0133]

[0134]

< 식 1B-2>[0135]

[0136]

< 식 1C-1>[0137]

[0138]

상  식들 ,[0139]

L21, a21, R1, R2, R4, R5, R7, R8, R10, R22 내지 R24  R31 내지 R33에   본 에 재   참[0140]

고,

L21a  L21b에   본   L21에  과 동 고, a21a  a21b에   본  [0141]

a21에  과 동 고,

R22a  R22b에   본   R22에  과 동 고,[0142]
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R23a  R23b에   본   R23에  과 동 고,[0143]

R24a  R24b에   본   R24에  과 동 다.[0144]

상  3 경  는   1 내지 6 에  택  수 나, 에 는 것  아니다:[0145]

[0146]

상  3 경  는 공지     여 통상  술 가 게  수 다.[0147]

상  3 경  는 상  식 1A 내지 1C  시 는 어 티  나  드시 포 다.  상  [0148]

식 1A 내지 1C  시 는 어티는 포스 트계, 실란계 또는 카 복실계 어티  경  착

 상시키는 역  다.  또 , 상  3 경  는 상  식 2 또는 3  시 는 어티 

나  드시 포 다.  상  식 2 또는 3  시 는 어티는 경   에 여 가

 결  는 역  다.  

라 , 상  3 경   포 는 층   에  가  결  여 [0149]

층   수 과 동시에, 지층에  착  상시킬 수 다.

상  지 단  막(310, 330)  3 경   포 는  경  포 는 경우, [0150]

막 시 가스가 생 여  지 않 , 생  가스가 시 에  미쳐 시 치  수

감 시킬 수 다.

또 , 상  층(400)  2 경  만  포 는 층   경  포 는 경우,[0151]

지층에  착  크게 감 여 층(400)과 지층(300)  리가 어날 수 다.

상  층   개시   포  수 다. 상  개시  량 , 상  2 경  [0152]

  상  3 경   경   개시  수 는 통상   내에  택  수 다.  상  개

시  는 본 에 재   참 다.

층(400) 상에는 치 스크린층(500)  다.   에 , 상  치 스크린층(500) 상에는 상[0153]

 치 스크린층(500)  보 는 커 층(600)   수 다.

치 스크린층(500)     량 식 , 커 층(600)  치시 치 스크린층(500)  감지 들[0154]

(510, 520: 도 3 참 )과  극(233) 사 에  량  변 가 생 고,  감지  당 

 여  단  수 다.  에 는 도 3  도 4  참 여 치 스크린층(500)    

다.

도 3  도 1  시 치  치 스크린층   개략  나타낸 도 고, 도 4는 도 3  A  [0155]

여 개략  나타낸 도 다.

도 3  도 4  참 , 치 스크린층(500) , 1  열  복수  1 감지 (510)들, 1 [0156]
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과 상  2  열  복수  2 감지 (520)들,  상  복수  1감지 (510)들  상  복

수  2감지 (520)들과  연결  드 (550)  포  수 다.  복수  1감지 (510)들과

드 (550)는 1 연결 (530)들에  연결 고, 복수  2감지 (520)들과 드 (550)는 2 연결

(540)들에  연결  수 다. 

복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들    연 상태 , 복수  2감지[0157]

(520)들과 복수  1감지 (510)들   차 도  열  수 다.   에 , 복수

2감지 (520)들  열  2  복수  1감지 (510)들  열  1 과 수직   수

다.

복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들   극(233; 도 2 참 )과 께 나  커 시[0158]

(capacitor)  게 다.   사 가 커 층(600; 도 1 참 )  치  복수  1감지 (51

0)들과 복수  2감지 (520)들   치  수단과 또 나  커 시 (capacitor)  게 

다.  , 치에   개  커 시 들  직  연결  상태가 , 량  변 가 생 고, 

 량  변 가 생  치  변  크  감지 여 치  능   수 다.

복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들 각각 , 그 망  는  (512)들[0159]

 포  수 다.   에 , 복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들  격

  수 다.  다만, 본  에 지 않 , 상  그 망  (512)들에  

는 삼각 , 다각  등  다양  상  복 어  수 다.

 (512)들  도  우수  리, 알루미늄, 몰리브     어도 어느 나  포  수 다.[0160]

 에 , 상    스 (501)   ,  에 , 막 지층(400; 도

1 참 ) 상에 착 등에   수 다.

 같  복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들  격   , 복수  1감[0161]

지 (510)들과 복수  2감지 (520)들  가  가 , 에 라 치 스크린층(500)   곡

 가지도  어지 라도 복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들에 크랙 등  생 는

것  지  수 다.

또 , 격  에  복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들  우수   과도  가질[0162]

수 므 , 복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들  ITO 등과 같   극 신 

도  우수    수 다.  라 , 치 치에  량  변 가 신 게 동  측

 달 어, 치 스크린층(500)  답 도가 상  수 다.

스 (501)  지층(300; 도 1 참 ) 상에 착 등에  직  고, 복수  1감지 (510)들[0163]

과 복수  2감지 (520)들도 스 (501) 상에 직  므 , 지층(300; 도 1 참 )에 치 스

크린층(400)  착   착층   지 않는다.  라 , 시 치(10; 도 1 참 )  께가 감

여, 시 치(10)  가  상  수 다.

편,  (512)들  각각 동   가지고,   연결  1층(513)과 2층(514)  포[0164]

 수 다.  1층(513)과 2층(514)  간층(515)에  연결  수 다.  라 , 복수  1감지 

(510)들과 복수  2감지 (520)들   감 여, 치 스크린층(500)  답 도가 상  수 다.

복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들  동  평  상에 치  수 다.  , 복수[0165]

1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들  차 역에 , 복수  1감지 (510)들  1 층

(513)(또는 2층(514))에   연결 고, 복수  2감지 (520)들  2층(514)(또는 1층(513))에

  연결  수 다. 

 들어, 1  라 치  웃 는   1감지 (510)들  1층(512)에  연결  , 상[0166]

   1감지 (410)들 사  2층(514)  거  상태  수 다.  동시에, 1 과 수직  2

 라 치  웃 는   2감지 (520)들  2층(514)에  연결 , 상    2감

지 (520)들 사  1층(513)  거  상태  수 다.

라 , 복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들  차 역에 , 웃 는 복수  1감지[0167]

(510)들 또는 웃 는 복수  2감지 (520)들  우 여 연결   브리지 극   

지 않아도 므 , 치 스크린층(400)   공  단순  수 다.
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치 스크린층(500)  복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들  는 연층(517)  포[0168]

다. 연층(517)  복수  1감지 (510)들과 복수  2감지 (520)들   연시키고, 들  

 는 것  지  수 다.  연층(517)   또는  포  수 다.

연층(517)  1층(513)  는 1 연층(518)과 2층(514)  는 2 연층(519)  포  수 다.  1[0169]

연층(518)에는 비아   수 , 비아 에는 1층(513)과 2층(514)   연결 는 간

층(515)   수 다. 

 에 , 1 연층(518)과 2 연층(519)    수 다.  에 , 연층(517)[0170]

 는 스 (501)과 께  (512)들  ,  수  또는 산 가 침

는 것  지  수 다.   실리  질 , 알루미늄 질 , 지 늄 질 , 티타늄 질 , 

늄 질 , 탄탈  질 , 실리  산 , 알루미늄 산 , 티타늄 산 , 주  산 ,  산   실

리  산 질   어도 어느 나  포  수 다. 

다  에 , 1 연층(518)과 2 연층(519)    수 고, 에  연층(517)[0171]

가  욱 상  수 다.  아크릴계 수지, 타크릴계 수지, 폴리 , 비닐계 수지, 에폭시

계 수지, 우 탄계 수지, 룰 스계 수지  릴 계 수지  어도 어느 나  포  수 다. 

또 다  , 1 연층(518)   고, 상  2 연층(519)    수 다.  라[0172]

,  는 스 (501)과 연층(517) 간   우수  수 , 연층(517)  가

 상시킬 수 다.

상  치  스크린층(500)  상에   커 층(600)  가  갖는  것 ,  폴리 틸 타아크릴 트[0173]

(polymethyl  methacrylate),  폴리 틸실 산(Polydimethylsiloxane),  폴리 미드(Polyimide),  아크릴 트

(Acrylate),  폴리에틸 탈 트(Polyethylen  terephthalate),  폴리에틸 나 탈 트(Polyethylen

naphthalate) 등   수 다. 다만, 에 는 것  아니 , 커 층(500)  재 등 다양  재료

  수 , 경우에 라 는, SUS(Steel Use Stainless)  같  얇   포   수도 다. 

, 상  시 치(10)    다.[0174]

상  시 치     비 는 단계;  상에 시  는 단계; 상  시  고,[0175]

막  막  상  시  차  층 어 는 지 단 (sealing unit)  n개 포 (여 , 상

 n  1 상  수 )  지층  는 단계; 상  지층 상에 층  는 단계;  상  

층 상에 치 스크린층  는 단계;  포 고, 상  지 단  막  1 경   포

막   경  포 고, 상  층  2 경    3 경   포

 층   경  포 다.  상  1 경  , 상  2 경    상

3 경  에   본 에 재   참 다.

상   상에 시  는 단계는 공지   여 수  수 다.[0176]

 에 , 상  지층  는 단계는 상  막   상  시  상  막[0177]

고  는 역에 공 는 단계;  상  막   시  막  는 단계

포  수 다.

상  막   상  시  상  막  고  는 역에 공 는 단계는 스크린 린[0178]

(screen printing) , 래쉬 착 (Flash evaporation), 스  ,   또는 크  린  등

과 같  공지  에  수  수 나, 에 는 것  아니다.

상  막   시  막  는 단계는  경 ,  경 ,  경  등[0179]

공지   여 수  수 나, 에 는 것  아니다.

상  막    상  막  께에   본 에 재   참 다.[0180]

 에 , 상  지층  는 단계는 상  막 상에 산  가스 또는 산  라 마  [0181]

 스 링 (reactive sputtering) 또는 상 착 (CVD)  여 막  는 단계  포

 수 다.  상  막  재료  께는 본 에 재   참 다.

상  치 스크린층  는 단계는 상  층 상에 복수  1 감지   복수  2 감지  [0182]

는 단계  상  복수  1 감지 과 복수  2 감지  상에 연층  는 단계  포  수
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다.

 에 , 상  치 스크린층  는 단계는 상  층 상에   닝 는 단계 [0183]

상    상에 연층  는 단계  포  수 다.

 에 ,  들  상  층 상에 린  또는 린  여  수 다.  다  [0184]

에 ,  들  상  층 상에  질  착  후,  에칭 여 닝  

수도 다.

상  층 상에 치 스크린층   , 상  층 상에 보   공 는 단계;  상  보[0185]

 거 는 단계   포  수 다.  상  지층 상에 상  층   후, 상  층 상에 

치 스크린층   에  습   산 가 층  지층에 침 는 것  지   상  

층 상에 보   공  수 다.

후, 상  층 상에 치 스크린층   여 상  보   거  수 다.  상  층[0186]

상  3 경   포  층   경  포 여 지층에  착  우수

므 , 상  보   거   층과 지층  리 지 않는다.  라 , 별도  가 공  없 , 치

스크린  공   후 공  진  수 므  공  단순    비  감 과  얻  수 다.

 에 , 상    상  치 스크린층 상에 커 층  는 단계   포  수 다.[0187]

본   C1-C60알킬 는, 탄 수 1 내지 60   또는 지  지  탄 수  1가(monovalent) 그룹[0188]

미 , 체  에는, 틸 , 에틸 , , 틸 , sec- 틸 , ter- 틸 , 틸 , iso-아

,  헥실  등  포 다.   본    C1-C60알킬 는 상  C1-C60알킬  동   갖는 2가

(divalent) 그룹  미 다. 

본   C1-C60알 시 는, -OA101(여 , A101  상  C1-C60알킬 )  식  갖는 1가 그룹  미[0189]

,  체  에는, 시 , 에 시 , 시  등  포 다.  

본   C2-C60알 닐 는, 상  C2-C60알킬  간 또는 말단에 나 상  탄   결  포  탄[0190]

수  그룹  미 ,  체  에는, 에 닐 , 닐 , 닐  등  포 다.  본 

 C2-C60알 닐 는 상  C2-C60알 닐  동   갖는 2가 그룹  미 다. 

본   C2-C60알키닐 는, 상  C2-C60알킬  간 또는 말단에 나 상  탄  삼  결  포  탄[0191]

수  그룹  미 ,   체  에는,  에티닐 (ethynyl),  닐 (propynyl),  등  포 다.

본   C2-C60알키닐 는 상  C2-C60알키닐  동   갖는 2가 그룹  미 다.  

본   C3-C10시클 알킬 는, 탄 수 3 내지 10  1가 포  탄 수  시클릭 그룹  미 , [0192]

체 는 시클 , 시클 틸 , 시클 틸 , 시클 헥실 , 시클 헵틸  등  포 다.  본 

  C3-C10시클 알킬 는 상  C3-C10시클 알킬  동   갖는 2가 그룹  미 다.

본   C1-C10헤 시클 알킬 는, N, O, Si, P  S 에  택  어도 나  헤  원  고리-[0193]

 원  포  탄 수 1 내지 10  1가 시클릭 그룹  미 ,  체 는 트라 드 퓨라닐

(tetrahydrofuranyl),  트라 드 티 닐  등  포 다.  본   C1-C10헤 시클 알킬 는

상  C1-C10헤 시클 알킬  동   갖는 2가 그룹  미 다.

본   C3-C10시클 알 닐 는 탄 수 3 내지 10  1가 시클릭 그룹 , 고리 내에 어도 나[0194]

 결  가지나, (aromacity)  갖지 않는 그룹  미 ,  체 는 시클 닐 , 시클

헥 닐 , 시클 헵 닐  등  포 다.  본   C3-C10시클 알 닐 는 상  C3-C10시클 알 닐

 동   갖는 2가 그룹  미 다.

본   C1-C10헤 시클 알 닐 는 N, O, Si, P  S 에  택  어도 나  헤  원  고리[0195]

-  원  포  탄 수 1 내지 10  1가 시클릭 그룹 , 고리 내에 어도 나   결
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갖는다.  상  C1-C10헤 시클 알 닐  체 는, 2,3- 드 퓨라닐 , 2,3- 드 티 닐  등  포

다.  본   C1-C10헤 시클 알 닐 는 상  C1-C10헤 시클 알 닐  동   갖는 2가

그룹  미 다.

본   C6-C60아릴 는 탄 원 수 6 내지 60개  카보사 클릭  시스  갖는 1가(monovalent) 그[0196]

룹  미 , C6-C60아릴 는 탄  원 수 6 내지 60개  카보사 클릭  시스  갖는 2가(divalent)

그룹  미 다.  상  C6-C60아릴  체 는, 닐 , 나 틸 , 안트라 닐 , 난트 닐 , 닐 ,

크라 닐  등  포 다.  상  C6-C60아릴   C6-C60아릴 가 2 상  고리  포  경우, 상  2 

상  고리들    수 다. 

본   C1-C60헤 아릴 는 N, O, Si, P  S 에  택  어도 나  헤  원  고리-  원[0197]

 포 고 탄 수 1 내지 60개  카보사 클릭  시스  갖는 1가 그룹  미 고, C1-C60헤

아릴 는 N, O, P  S 에  택  어도 나  헤  원  고리-  원  포 고 탄 수 1

내지 60개  카보사 클릭  시스  갖는 2가 그룹  미 다.  상  C1-C60헤 아릴  체 는,

리 닐 , 리미 닐 , 라지닐 , 리다지닐 , 트리아지닐 , 퀴 리닐 , 퀴 리닐  등  포

다.  상  C1-C60헤 아릴   C1-C60헤 아릴 가 2 상  고리  포  경우, 2 상  고리들  

 수 다. 

본   C6-C60아릴 시 는 -OA102(여 , A102는 상  C6-C60아릴 )  가리키고, 상  C6-C60아릴티[0198]

(arylthio)는 -SA103(여 , A103  상  C6-C60아릴 )  가리킨다.

본   1가 비-  다  그룹(non-aromatic condensed polycyclic group)  2 상  고리가 [0199]

 어 고, 고리  원  탄 만  포 고,  체가 비- (non-aromacity)  갖는 1

가 그룹(  들 , 탄 수 8 내지 60  가짐)  미 다.  상  1가 비-  다  그룹  체 는 

루 닐  등  포 다.  본   2가 비-  다  그룹  상  1가 비-  다  그룹과

동   갖는 2가 그룹  미 다.

본   1가 비-  헤 다  그룹(non-aromatic condensed heteropolycyclic group)  2 상[0200]

 고리가  어 고, 고리  원  탄  에 N, O, Si, P  S 에  택  헤  원

포 고,  체가 비- (non-aromacity)  갖는 1가 그룹(  들 , 탄 수 2 내지 60  가짐)

미 다.  상  1가 비-  헤 다  그룹 , 카  등  포 다.  본   2가 비-

 헤 다  그룹  상  1가  비-  헤 다  그룹과  동   갖는  2가  그룹

미 다.

본  ,  상  치  C1-C60알킬 , 치  C3-C10시클 알킬 , 치  C1-C10헤 시클 알킬 ,[0201]

치  C3-C10시클 알 닐 , 치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  C6-C60아릴 , 치  C1-C60알킬

, 치  C2-C60알 닐 , 치  C2-C60알키닐 , 치  C1-C60알 시 , 치  C3-C10시클 알킬 , 치

C1-C10헤 시클 알킬 , 치  C3-C10시클 알 닐 , 치  C1-C10헤 시클 알 닐 , 치  C6-C60아릴

, 치  C6-C60아릴 시 , 치  C6-C60아릴티 , 치  C1-C60헤 아릴 , 치  1가 비-  

다  그룹  치  1가 비-  헤 다  그룹  어도 나  치 는, 

수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미 , 아미 , 드라진 , 드라 ,[0202]

카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는  염, C1-C60알킬 , C2-C60알 닐 , C2-C60

알키닐   C1-C60알 시 ; 

C3-C10시클 알킬 , C1-C10헤 시클 알킬 , C3-C10시클 알 닐 , C1-C10헤 시클 알 닐 , C6-C60아릴 ,[0203]

C6-C60아릴 시 , C6-C60아릴티 , C1-C60헤 아릴 , 1가 비-  다  그룹  1가 비-  헤

다  그룹;

상  Q1 내지 Q3는  독립 , 수 , 수 , -F, -Cl, -Br, -I, 드 실 , 시아 , 니트 , 아미[0204]
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, 아미 , 드라진 , 드라 , 카 복실산  또는  염, 술폰산  또는  염, 산  또는

 염, C1-C60알킬 , C2-C60알 닐 , C2-C60알키닐 , C1-C60알 시 , C3-C10시클 알킬 , C1-C10헤 시클

알킬 , C3-C10시클 알 닐 , C1-C10헤 시클 알 닐 , C6-C60아릴 , C1-C60헤 아릴 , 1가 비-  

다  그룹  1가 비-  헤 다  그룹 에  택  수 다.

상에 는 도 에 도시  실시  참고  었 나 는 시  것에 과 , 당  술 야에  통[0205]

상  지식  가진 라   다양  변   균등  다  실시 가 가능 다는   것 다. 라

, 본  진  술  보  는 첨  특허청  술  사상에 여 야  것 다. 

 

10: 시 치[0206]

100: 

200: 시

300: 지층

400: 층

500: 치 스크린층

600: 커 층

도

도 1
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도 2
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도 3

도 4
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